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【概要】ファンデルワールス物質は様々な二次元物性発現の場として発展を続けており、その例

は、バレー分極した発光特性に留まらず、スピン軌道相互作用と連結した超伝導や、トポロジカ

ル量子伝導など、極めて多岐に渡る。なかでも、原子層数層の領域においても長距離秩序を発現

する二次元磁性体の発見は、ファンデルワールスヘテロ構造の組み合わせを格段に拡げることに

つながり、これまでに様々なヘテロ構造の作製と、単体では得られない物性や機能が次々と発見

されてきている[1]。その一方で、ファンデルワールス界面における相互作用が二次元磁性体の磁

気特性に与える影響については、これまであまり検討されてこなかった。本研究では、等方的な

二次元強磁性体であるセレン化バナジウムと、異方的なスピン分裂バンドを持つ NbSe2のヘテロ

構造を作製し、界面における相互作用がセレン化バナジウムの磁性に与える影響を検討した。 

[1] K. S. Burch, et. al., Nature 563, 47 (2018).  

 

【実験結果】用いた試料はすべて分子線エピタキシー法により作製した。まずセレン化バナジウ

ム単体の場合、異常ホール効果の測定から TCが 16 K 程度の強磁性体であることが確認される一

方で、単層極限では強磁性ヒステリシスが消失する様子が観測された。これはセレン化バナジウ

ムが等方的なハミルトニアンで記述されるハイゼンベルグ強磁性体であり、単層極限ではマグノ

ン励起によって長距離秩序を失うことに起因している。それに対し、原子層数層のセレン化バナ

ジウム超薄膜と NbSe2のヘテロ構造では、消失したヒステリシスが現れると共に、面直方向の強

い一軸磁気異方性が発現することがわかった。NbSe2 は空間反転対称性の破れによって全キャリ

アが面直方向に偏極した異方的なスピン分裂バンドを持つが、この強い異方性がセレン化バナジ

ウムのスピンと強く結合することで、垂直磁気異方性が発現したものと考えられる。発表では、

異常ホール効果の測定を主体として、同ヘテロ構造における磁性の詳細を議論する。 

 
 図 a : NbSe2（上）とセレン化バナジウム 

（下）の結晶構造 

（左：top view、右：side view） 

 

図 b : NbSe2のスピン分裂バンド（上）
と、セレン化バナジウムに誘起された
垂直磁気異方性（下）の概念図 
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